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Recomendaciones para cursar esta asignatura

*Se recomienda haber cursado las asignaturas de Electromagnetismo, Fisica Cuantica | y I, Termodinédmica y Fisica
Estadistica.

*La asistencia a clase, el estudio y el trabajo continuado, desde el primer dia del curso, son fundamentales para superar con
el maximo aprovechamiento la asignatura.

*Es importante resolver cuanto antes las dudas que pueden surgir en el estudio de esta materia, para lo cual el estudiante
cuenta con la asesoria del profesor, tanto durante las clases como en las horas de tutoria destinadas a este fin. Pueden
realizarse consultas puntuales mediante el correo electrénico.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las clases de teoria y de problemas se imparten a lo largo del primer semestre del cuarto curso del Grado en Fisica.

Las sesiones de evaluacidon mediante prueba escrita son las que el Decanato de la Facultad de Ciencias determina y publica
cada afio en su pagina web.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, debera demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de calcular las concentraciones de portadores méviles en semiconductores.

2:
Es capaz de caracterizar las propiedades basicas del transporte electrénico en semiconductores.



3: Es capaz de determinar la ecuacién caracteristica de un dispositivo semiconductor a partir de la ecuacién de
continuidad.

4:
Es capaz de modelar mediante elementos de circuito el comportamiento estético de los dispositivos
semiconductores en sus diferentes zonas de operacion.

5:
Es capaz de obtener equivalentes incrementales que, incluyendo efectos dinamicos, describen los dispositivos
en una pequeiia regién de su funcionamiento.

6:
Es capaz de disefar una red de polarizacién para un amplificador monoetapa minimizando el efecto de
dispersidn de sus parametros caracteristicos.

7:
Es capaz de analizar el funcionamiento para pequefia sefial de configuraciones amplificadoras basicas.

8:
Es capaz de caracterizar experimentalmente un dispositivo semiconductor con extraccién de sus principales
parametros.

Introduccion

Breve presentacion de la asignatura

Esta asignatura proporciona al alumno unos conocimientos generales sobre las propiedades basicas y fenémenos fisicos
asociados al transporte electrénico en dispositivos semiconductores, lo que permitird su aplicacién para la caracterizacion y
modelado de los componentes electrénicos mas emblematicos, asi como describir sus aplicaciones a los circuitos y sistemas
electrénicos actuales.

Los contenidos de la asignatura se agrupan en los siguientes bloques tematicos:
1-Semiconductores.

2-Homounién PN.

3-Diodos de Unién.

4-Transistores de Efecto de Campo. 5-Transistores Bipolares de Unién.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos tedricos que le permitan la comprensién y
analisis de los mecanismos fisicos internos asociados a los fenémenos de conduccién eléctrica en semiconductores, base
previa para abordar el estudio de los diversos dispositivos electrénicos. Este andlisis permite deducir una caracterizacién
microscopica, asi como describir, igualmente, su comportamiento macroscépico, estableciendo para ello las relaciones
existentes entre las intensidades y tensiones asociadas a los terminales del dispositivo. El tltimo nivel de descripcién
corresponde a la elaboracién de modelos equivalentes, que caracterizan el comportamiento global del dispositivo y
constituyen la base para el andlisis y disefio de los sistemas electrénicos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulacion



La Electrénica Fisica como disciplina en un plan de estudios tiene como objetivo preferente el analisis y caracterizacién de
los componentes basicos utilizados en Electrénica. Por la propia naturaleza de los problemas que aborda y el lenguaje formal
que utiliza, se caracteriza por presentar una gran analogia con las restantes disciplinas de la Fisica. Por otra parte, su propio
desarrollo exige la aplicacién de diversas materias, tales como Electromagnetismo, Termodinamica, Estadistica Fisica, Fisica
Cuantica...., por lo que constituye una disciplina muy formativa.

En suma, el objetivo primordial que nos planteamos con esta asignatura es proporcionar a los alumnos un incremento en su
formacién en Fisica, utilizando para ello los contenidos y metodologia especificos de Electrénica.
Al superar la asignatura, el estudiante sera mas competente para...
1:
Comprender los fenémenos de transporte eléctrico en semiconductores.
Analizar el funcionamiento de la unién PN y otros diodos especiales.

Describir el funcionamiento de los transistores unipolares y bipolares mas comunes.

Aplicar las técnicas de aproximacién para la obtencién de modelos equivalentes de los dispositivos
electrénicos.

Aplicar la metodologia de analisis, disefio y caracterizacién experimental de circuitos electrénicos basicos.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Ayudan al entendimiento de la metodologia en Fisica, describiendo un conjunto de fenémenos fisicos por un modelo, y
comprobando la bondad de éste mediante la experimentacién. También se analizardn las causas responsables de las
posibles discrepancias existentes y se establecerdn las modificaciones oportunas para asi incrementar la exactitud de las
predicciones.

Evaluacion

Actividades de evaluacion

El estudiante debera demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluacién se obtendrd mediante una prueba de examen que constard de las siguientes partes:

1A - Se realizard un examen escrito que consistirad en la resolucién de una serie de ejercicios tedrico-
practicos, que se celebrard en las fechas y lugares designados por la Facultad de Ciencias. Se calificara sobre
10 puntos y es necesario obtener un minimo de 5 puntos.

1B- Prueba préctica de laboratorio. Se calificard sobre 10 puntos y es necesario obtener un minimo de 5
puntos.

Si las notas obtenidas en cada una de estas dos pruebas se designan por A y B respectivamente, la

calificacion final resultante serd: C= 0,8A+0,2 B.

Algunas partes de dicha evaluacién se podran realizar durante el periodo de imparticién de la asignatura,
eliminando materia de la prueba global. Dichas actividades seran programadas por el profesorado.



2A- La realizacién individualizada de las practicas de laboratorio y la elaboracién de sus correspondientes
informes permitird eliminar esta parte de la materia, siempre que la nota obtenida sea igual o superior a 5
puntos. Los informes no entregados en plazo se calificardn con 0 puntos. La calificacién asi obtenida serd la
nota B.

La evaluacién continuada del trabajo del alumno mediante su participacion activa en clase, la resolucién de
los ejercicios propuestos y su entrega en las fechas indicadas, se reflejard en una nota P, que se podra utilizar
para mejorar la calificacidn final utilizando la siguiente expresién:

C=0,7 A+0,2B+0,1 P
Los ejercicios no entregados en plazo se calificardn con 0 puntos.

La nota obtenida por los trabajos se podrad matizar, siempre de manera positiva, por la asistencia,
participacién y actitud de los alumnos en las clases de la asignatura.

Todas las notas obtenidas a lo largo del curso tienen caracter liberatorio para los posteriores examenes
dentro de cada curso académico.

Actividades y recursos

Presentacion metodoldgica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseiiado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Teniendo presente los objetivos generales de la asignatura, el proceso de aprendizaje que se ha disefiado para esta
asignatura estd basado en la adquisicién de conocimientos tedricos, la resolucién de problemas y la realizacién de la parte
experimental, para lo cual se han programado:

*Clases magistrales participativas dirigidas al grupo completo de estudiantes, completandose con la atencién tutorial
individualizada 6 en grupos pequefios para la actividad 1(4 ECTS).

*Aprendizaje basado en problemas y trabajo en equipo e individual para la actividad 2(1 ECTS).
*Trabajo en el laboratorio y elaboracién de informes para la actividad 3 (1 ECTS).

*Trabajos tedrico-practicos, realizados individualmente para la actividad 4.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
TeraiesSéhgositvistatiommel desarrollo y discusién de los contenidos del programa de la asignatura en
docencia presencial, con base en los apuntes y bibliografia suministrada por el profesor. Se compone de 40
d6616n 85 estpséstigasiecSamnai ¢rd YC D @oras de trabajo personal del estudiante.

Tema 3: Semiconductor no homogéneo.

Temal: Sélidos Cristalinos

Tema 2: Bsigaigtica de Semiconductores.
Tema 3: Semiconductor no homogéneo

Tema 2: Diadasyte Union.

ema 5: Diodos de U L
if[%mg é ?rranms 8?%%%@% 8% '%‘Eldm ‘ loﬂ {EMB%}'Tema 7: Otros tipos de Transistores de Efecto de Campo.
16M3 % 65?8?'3%?%5%%9'&8 Qe ecto de Campo.

Tema 9: Transistor Bipolar de Union ( J
Tema 10:BJT en Zona Activa.



Tema 8: Transistores FET: Aplicaciones.
Tema 9: Transistor Bipolar de Unién (BJT).

Tema 10:BJT en Zona Activa.

Resolucién de problemas y analisis de casos practicos relacionados con los contenidos de la asignatura.
Consta de 10 horas presenciales en el aula con una interacciéon lo mas amplia posible entre el profesor y
estudiantes, y suponen 10 horas de trabajo personal.

Sesiones de laboratorio: Observacion, caracterizacién y medida experimental de dispositivos semiconductores
.Esta actividad se realizard en cuatro sesiones de dos horas y media de duracién. Son, por tanto, 10 horas
presenciales y 20 horas de trabajo personal para la elaboracién de los correspondientes informes de
resultados y conclusiones.

Trabajos tedrico-practicos, propuestos por el profesor a lo largo del semestre y que el estudiante deberd
realizar individualmente y por escrito, contando para ello con tutorias especificas de seguimiento. Su
valoracidn se incluird en el correspondiente apartado de evaluacién continua. La dedicacién del alumno
es equivalente a 20 horas.

Planificacion y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentacion de trabajos

Los contenidos tedricos y las clases de problemas se realizardn siguiendo los bloques tematicos enunciados anteriormente.
Los contenidos experimentales se desarrollaran ante 4 sesiones de 2 horas y media de duracién cada una de ellas:

1-Caracterizacién experimental del diodo y extraccién de parametros caracteristicos.
2- Diodos especiales.

3-Transistores MOS: Caracteristica estatica y Funciones de transferencia.
4-Transistores B.).T: Modelado y Aplicaciones.

Las clases de teoria y de problemas se impartirdn en las aulas y en horario establecidos por el Decanato. El calendario de
préacticas de laboratorio se establecera atendiendo al nimero de alumnos matriculados, al desarrollo de la asignatura y a la
disponibilidad de los laboratorios.
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